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(54) Bezeichnung: NICHTFLUCHTIGES SPEICHERELEMENT SOWIE ZUGEHORIGE HERSTELLUNGSVERFAHREN
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(57) Abstract: The invention relates to a non-volatile memory ele-
ment and production methods thereof and storage element arrange-
ment, whereby a first electrode (1) used to reduce a formation volt-
age comprises a field amplifier structure (4) used for amplifying the
field intensity of an electric field (E) produced by a second electrode
(3) in a switching material (2).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein nichtflichtiges
Speicherelement  sowie  zugehdrige  Herstellungsverfahren
und Speicherelementanordnungen, wobei zur Verringerung
einer Formierungs-Spannung eine erste Elektrode (1) eine
Feldverstiarkerstruktur (4) zum Verstdrken einer Feldstirke eines
miteiner zweiten Elektrode (3) erzeugten elektrischen Feldes (E)
in einem Umschaltmaterial (2) aufweist.
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